
DAN235E
Diode

バンドスイッチングダイオード
DAN235E
●用途          ●外形寸法図（Unit : mm）           ●ランド寸法図(Unit : mm)

高周波スイッチング用

●特長

1)超小型モールドタイプである。（EMD3）
2)高信頼度

●構造

シリコンエピタキシャルプレーナ型       ●回路図

●テーピング仕様（Unit : mm）

●絶対最大定格（Ta=25℃）

Symbol Unit
Pd mW
VR V
Tj ℃

Tstg ℃

●電気的特性（Ta=25℃）

Symbol Min. Typ. Max. Unit Conditions
VF - - 1.0 V IF=10mA
IR - - 10 nA VR=25V
Ct - - 1.2 pF VR=6V , f=1MHz
rf - - 0.9 Ω IF=2mA , f=100MHz
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順動作抵抗

端子間容量

Parameter

直流逆方向電圧

許容損失

接合部温度

保存温度範囲

逆方向電流

Parameter
順方向電圧
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FORWARD VOLTAGE：VF(mV)
VF-IF CHARACTERISTICS
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REVERSE VOLTAGE：VR(V)
VR-IR CHARACTERISTICS
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REVERSE VOLTAGE:VR(V)
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IR DISPERSION MAP
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IFSM DISPERSION MAP
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NUMBER OF CYCLES
IFSM-CYCLE CHARACTERISTICS
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Diode DAN235E

trr DISPERSION MAP
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FORWARD CURRENT:IF(mA)
rf DISPERSION MAP
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Diode DAN235E
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